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La presente invencibn se refiere a un método
f perfeccionado de fabricar un circuito semiconductor ais- ;
% lado por cire Wtil como grupo de elementos de caldeo pa-
" ra dispositivos de exhibicibn de informacibdn sobre mate-
5 rial termosensible (en lo que siguen se denominarén sin-
plemente "¢ispositivos de exhibicibn térmica") del tipo
gue tienen un grupo de clementos calentadoreé excitados
selectivaenente para dar una exhibicibm de informacidn sobre
material térmicamente sensible, a circuitos semiconducto-
10 res integrados aislados por aire dtiles como grupo de ele-
mentos calentadores y a métodos de hacer tales circuitos
semiconductores integrados.,
Otros objetos, caracteristicas y ventajas de
la invencibn pucden comprenderse mejor haciendo referen~—
15 cia a la siguiente descripeibn detallada tomada en unibn
de los dibujos adjuntos en los que nfmeros de referencia
- : iguales indican partes iguales y en los que:
La fisura 1 es una vista en planta desde arriba.
desde  un grupo de elementos de caldeo fabricados por el
20 . método, de acuerdo con la presente invencibn.
La figura 2 es una vista parcial del lado infe-.
; rior de la oblea semiconductora 2 de la figura 1,
Ia figura 3 es una estructura inteymedia en la
" fabricacibn del grupo de elementos de caldeo de la figu-
25 ra 1j
Ia figura 4 es una estructura intermedia en la

fabricacidn del grupo de elementos calentadores de la fi-

gura 1;
_ Ia figura 5 es una seceidn transversal tomada
30 ‘g lo largo de las 1lfneas B-B de la figura 1; y
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! Ia ficura 6 es el circuito incorporado en el
grupo de calentadores de la figura 1.
La figura 1 ilustra una serie de grupos 3, 4
1 de cuatro por tres elementos calentadores, etec, sobre los
5 i cuales se sitda un meterial térmicamente sensible para
| formar un dispositivo de exhibicibn de informacibn dind-
mica del tipo descrito en la patente horteamericana No.
 323.341 de J. W. Blair y otros, en el que se utilizan
los materiales termocrémicos deseritos o sobre el que es
10 hecho pasar un material térmicamente sensible y especial~
mente tratado para formar un dispositivo de exhibicidn
de informacidn permenente o impresor del tipo descrito
- en la solicitud de patente norteamericana No. 492.174 de
i Emmons y otros, presentada el 1 de Cctubre de 1.965 y
15  cedida al cesionario de la presente solicitud.
Una oblea semiconductora de silicio monocrista~
- lino 2 est4 montada sobre el soporte aislante 1 que puede-
| ser de cualquier material adecuado, por ejemplo, material
cerdmico, vidrio o zafiro, por medio de un adhesivo ais-
20 ; lante de buenas propicdades aislantes del calor y de la
~ electricidad, El adhesivo aislente puede ser epox{dico,
f ya que éste tiene excelentes cualidades de adherencia aj
; silicio y al material cerdmico, por ejemplo, se aplica
; fécilmente como liguido y se cura hasta dar un sélido
25 rigido, estéd desprovisto de disolvente y puede ser curado
' para dar una pelicula sin burbujas, es rigidc y, no obeten
te, tiene cierta elasticidad para no u;rietarse bajo es-
fuerzos fisicos o térmicos, es un buen aislador del calor
y de la electricidad y puede resistir temperaturas de fa-
30 % bricacibén de hasta 200¢C,

Cada elemento calentador del grupo comprende un
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* cuerpo semiconductor monocristalino en forma de mesa y

1
L
§
[}
.
1
i
H

-do inferior de la mesa junto al soporte 1 de modo que

. cuando se excita el elemento calentador, se forma un

contiene un elemento calentador formado en &1, en el la- :

i"punto caliente" en la superficie superior de la mesa para

‘dar un punto localizado en el material térmicamente sen-
‘sible por encima de él. Un grupo de elementos calentado-
. res selectivamente excitados forma un grupo de puntos en
el material térmicamente sensible.

Las mesas que comprenden el grupo de elementos
calentadores estin aisladas por aire unas de otras y es-
t4n unidas por un disetfio de conexibn metdlico por debajo

de las mesas entre la oblea semiconductora 2 y el sopor-

te 1, cuyo disetio interconecte los elementos calentadores

‘de las mesas en la configuracidn de circuito deseada y se

"extiende dentro de¢ placas de upi6n situadas por encima de

“las aberturas 9 y 10 del soporfe 1l de modo que pueda ha-

cerse una conexibén externa a las placas de unibn a travési

?de las aberturas 9 y 10 en la cara inferior del soporte

‘1. Kientras tanto, se formen las conexiones externas en la

Ecara infericr del soporte 1 y se retiran del material tér%

imicamente sensible situado por encima de las mesas. Entre-

i

¥

.das por aire mediante el disefio metalizado soportado en

“tanto, se unen eléctrica y mecdnicamente las mesas aisla~§

el adhesivo epoxidico que descansa entre la oblea semicon-
i !

%duetora 2 y el soporte l.

Cada mesa contiene un par de diodo-resistencia

. que estéd interconectado para formar una matriz que tiene |

Ecapacidad para ser excltada selectivamente de modo que la

i energia disipada por la reslstencia produzea el "punto ca~

- liente" en la superficie superior de f?@ﬁ §16c§na-
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da. Tal matriz se ilustra en la figura 6, en la éﬁe'se
ilustraen especificamente los pares de diocdo-resistencis
situados en las mesas 5-7 y se muestran ios pares de
diodo-resistencia representativos de un grupo de 2 por 4§
elementos calontadores. Mientras, la resistencia 14 y

el diodo 15, 16 estén situados dentro de la mesa 6 y la

resistencia 11 y el diodo 12, 13 estdn situados dentro

 de la mesa 5. As{, cada par de diodo-resistencia puede

ger excitado individualmente y los grupos de los pares de

diodo-resistencia pueden ser excitados selectivamente para

 producir cualquier combinacibn deseada de "puntos calien-

i tes" en las superficies de las mesas para dar la exhibi~

" ¢ibn de informacibn deseada sobre el material térmicamen—

. te gensible.

La construccibn del grupo de elementos calenta-’

dores de la figura 1 puede comprenderse mejor partiendo

del procedimiento para fabriecarlo.

Haciendo referencia a la figura 3, se ilustra ;
en ella una oblea semiconductora monocristalina de sili-
cio de tipo N. Los pares de diodo-resistencia para los
elementos de caldeo comprenden regiones difundidas en la
superficie de la oblea 2. Kientras, un diodo comprende

el 4dnodo 13 de tipo P difundido que forma una unién rec- ?

' tificadora con el material semiconductor subyacente de ti-

po N. La regibn 12 difundida y muy impurificada d4 una
regibn superficial para hacer una conexibn Shmica con el

cdtodo. Otro diodo comprende el &nodo 16 difundido de ti~§

. po P que forma una unidn rectificadora con el material é

? subyacente de tipo I y la regién 15 de tipo N+ muy impu~

{ rificada que forma una regién superficial para hacer una
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conexién Shmica con el chtodo de tipo P. Las resisten—
cias estén formadas por regiones difundidas 11 y 14 de
tipo P muy préximas a sus respectivos diodos. Los diodos:
& las resistencias se forman en la superficie de la obleé
2 utilizando el procedimiento planar en el que se desa-
rrolla térmicamente una pelfcula de bxido sobre la oblea
de silicio de tipo N de la resistividad deseada colocén--
dola en un horno a elevada temperatura y haciendo pasar
gsobre ella un agente oxidante. La pelicula resultante de
dibdxido de silicio actlia como medio enmascarador contra

las impurezas que se difunden més tarde en la cblea. Se

. producen agujeros en la pelfcula de 6xido para permitir

que los subsiguientes procedimientos de difusibn formen

: las funciones de resistencia y de diodo. Estos agujeros,

i ; .
| que son disefios de los elementos de circuito deseados, se
i R

' producen por técnicas fotolitogrificas. Los contactos y
' las interconexiones con los elementos de circuito se ha- :

" cen por téenicas fotolitogréficas similares utilizando,

! por ejemplo, aluminio evaporado sobre el bxido para for-

H

‘mar un disefio que conecta los diodos y lacs resistencias

entre sf y que termina en placas de unidn para las conexio-

]

!

ines externas. El discfio de conexidn comprende tiras con-

| ductoras 24,27 y 17 sobre la pelfcula de 6xido 26, y aj-
%gunas de las tiras conductoras 17, por ejemplo, se extien=-

g L] ]
!den dentro de una placa de unibn agrandade como se ilustra

]

Ecan wds claridad en las figuras 2, 16-21, en que 17 de la

?figura 3 termina en la placa de unibn agrandada 17 de la

;figura 2.

: En este punto del proceso, la oblea semiconduc-
1

tora 2 es enteriza y contiene la matriz o grupo de pares

ide diodo~resistencia no aislados unos de otros en el mate~

. 378868
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rial semiconductor, pero interconectados entre si por eli
disefio de conexibén metédlico de la superficie de la peli—§
cula de 6xido de silicio 26, cuyo disefio methlico termi-
na en una fila uniforme de placas de unibn para conexién?
externa. Estas placas de unifbn estén alineadas con las j
aberturas 9, 10 del soporte 1, es decir, estdn situadas i
de tal menera con respecto a las aberturas del soporte
que una placa de unibn serd accesible a través de una
abertura del soporte.

fa oblea semiconductora 2 ilustrada en la fi-
gura 3 serd subsiguientemente dada la vuelta y montada
sobre un soporte de material cerfmico opaco ilustrado en?
la figura 1 como soporte 1 con un adhesivo aislante ¥y coé
nexiones externas hechas a las placas de unibn desde la

cara inferior del soporie,

Uno de los problemas encontrados en el montajet
de la 6b1ea semiconductora 2 en el soporte 1 utilizando :
un adhesivo aislante es el de que el adhesivo puede fluir
sobre las placas de unibn y subsiguientemente impedir una
buena conexidén eléetrica con las placas de unidén después.
de montar la oblea 2 sobre el soporte 1. ;

Con objeto de salvar esta dificultad, se apli--t
ca un agente de separacibén sobre las placas de unibn de |
la estructura de la figura 3 de modo que cuando se aplica
el adhesivo 28 en la figura 4 sobre la estructura de la
figura 3, no se adhiere al agente separador que puede
ger fécilmente retirado después para dejar las places de
unibn limpias y libres del adhesivo de manera que pueda

hacerse una buena conexidn eléetrica con las placas de

uni 6no
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Con el fin de aplicar selectivamente el agentez
separador sobre las placas de unibn, se aplica una capa |
de foto-reserva sobre toda la superficie de la oblea 1
semiconductora 2 en la figuwra 3, exponiéndola en el di-
sefio deseado, reveldndola y retiréndola, todo de una ma-
nera convencional, para dejar material de foto-reserva
solamente sobre las placas de unibn, adherido a ellas,
tal como se ilustra por el material de foto-reserva 25
sobre la plea de unibn agrandada 17 de la figura 3.

Después se aplica el adhesivo epoxfdico sobre
la oblea semiconductora 2 de la figura 3. El adhesivo
epox{dico se adhiere a la pelfcula de bxido de silicio
26 y al disefio de conexibn metdlico, excepto en el mate-
rigl de foto-reserva 25. La oblea semiconductora 2, que
incluye el disefio de conexibn metéliga, la pelicula de
b6xido de silicio 26, el material de foto-reserva 25 so-
bre 1las placas de unibn 27 y el adhesivo epoxidico, es
después dada la vuelta y montada sobre el soporte de
material cerémico 1 como se ilustra en la figura 4, con
el material de foto-reserva 25 superpuesto a la abertura
9 del soporte 1. Luego se cura el adhesivo epoxidico 28f
hasta que se obtiene un sélido rigido y durante el pro—g
ceso de curado inicial, la viscosidad del adhesivo epo-g
x{dico disminuye considerablemente antes de la polime-~ '
rizacibén y el endurecimiento. Esta menor viscosidad delé
adhesivo facilita el flujo del adhesivo epoxidico, que ,
no "mojaré" ficilmente el material de foto-reserva 25,
haciendo as{ que el adhesivo epoxfdico se separe del
material de foto~reserva 25 y se acumule en las zonas

de alrededor del material de foto-reserva 25, formando

378868 |
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un menisco con la pared de la abertura § del soporte 1

como Se ilustra por 29.

Despuds del curado completo del adhesivo epo- i
x{dico 28, se retira el material de foto-reserva 25 por
técnicas convencionales, dejando las placas de unibn li-%
bres del adhesivo epoxidico y limpias para hacer buenas
conexiones eléctricas con ellas.,

Haciendo referencia a la figura 2, se ilustra
en ella la cara inferior de las mesas 5-8 de la figura 1
para mostrar el disefio de conexidn metdlico que interco-
necta los pares de diodo-resistencia y que se extiende
entre las mesas y termina en las placas de unidn 16-21.
Como se ha mencionado anteriormente, cada mesa, por ejen-
plo, 5 contiene un par de diodo 12, 13 y resistencia 11,
estando un extremo de la resistencia 11 conectado a 1la
regibn 12 de tipo N4 muy impurificada del diodo y estan-
do conectado el otro extremo de la resistencia 1l a una

tira metélica que termina en una placa de unidn agranda-

. da 17. Los dnodos 16 y 13 de los diodos estén conectados -

entre s{ por una tira conductora que termina en una pla-
ca de unibén agrandade 16. Un extremo de la resistencia

14 esté conectado a la regibm 15 de tipo N4 muy impuri-
ficada por una tira conductora 23 y el otro extremo de la
resistencia 14 estd conectado a una tira metédlica que |
termina en la placa de unibn agrandada 18, Los pares de
diodo~-resistencia de las mesas 7 y 8, as{ como los de

las otras mesas estén formados e interconectados de la
misma manera que los pares de diodo-resistencia de las

mesas 5 y 6. Los pares de diodo-resistencia de lacs mesas

. Ty 8 tienen tiras conductoras conectadas a ellos, que
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terminan en placas de unidn agrandadas 19-21. Las placasé
de unibn 19-21 estén dispuestas en una fila uniforme porf
encima de la abertura 9 del soporte 1. Al mismo tiempo
que se realiza la fabricacibn del disefio de conexidn me-
télico que d4 por resultado las placas de unibn 19-21, se
dispone un marcador metédlico 22 sobre la estructura, cu-
yo marcador es utilizado después para fines de alineacidn
que se describirdn més adelante.

Volviendo ahora a la figures 4, se retira la su-

" perficie superior de la oblea semiconductora 2 para hacer

la oblea semiconductora 2 tan delgads como sea posible,
por ejemplo, hasta una delgadez de aproximadamente 0,05
mil{metros. Bsto puede efectuarse en una operacibn o en
miltiples operaciones utilizando esmerilado, tratamiento

con chorro de arena o ataque quimico. Sin embargo, se

} mantiene la integridad de las uniones PN. Como el mate-

rial térmicamente sensible estard situado o pasard sobre :
la superficie monocristalina de la oblea semiconductora
2, &sta serd quimica o mecénicamente pulida.

Se retira ahora el material semiconductor de la

‘ oblea 2 en torno a cada par de diodo-resistencia, dejando

| mesas aisladas por aire unas de otras.

Con el fin de retirar el material semiconductor:
de la oblea 2 y dejar las mesas aisladas por aire, se apli—
ca una capa de foto-reserva sobre la superficie superior %
de la coblea 2 y se aplica una foto-méscara sobre esta :
capa de foto-reserva para dar el disefio de exposicibn de-%
seado para la capa de foto-reserva. La fotoméscara debe %
alinearse con exactitud de modo que defina sblo las par-
tes del material semiconductor que se desea que sean re- §
tiradas, y cuando se mejora la exactitud de la alinea - |
378868
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|
cibn, puede obtenerse una mayor densidad de pafés de dio%
do-resistencia, ya que uno de los factores que influye g
en el espacio que queda entre los pares de diodo—resis-—
tencia es la exactitud con que se puede alinear la foto-;
méscara de modo que sblo sean de hecho retiradas las par;
tes del material semiconductor que se desean retirar. Se:
consigue una exactitud mejorada en la alineacibn de la
fotomdscara por medio de las aberturas 9 y 10 del sopor~:
te de material cerdmico opaco 1, el marcador opaco 22 y |
téenicas de alineacidn por infrarrojos que ahora se des-f
cribirdn, ‘
Haciendo referencia a la figura 4, un marcador .
de alineacibn opaco 22 est4 situado por encima de aber-
tura 9 del modo que se describid anteriormente en rela-
cibn con la figura 2. El marcador de alineacidn 22 ilus~
trado en la figura 2 estd hecho de menor tamafio que las l
placas de unibn 16-21 con el fin de distinguir el marca-;
dor 22 de las placas de unibn, auncue esto no es eritico;
ya que las placas de unibn comprenden el mismo material

opaco y pueden ser utilizadas como marcadores. En la fo-

tom/scara estén situados uno o més marcadores opacos co-

i rrespondientes en ndmero y disefic al marcador o marcado- !

. res 22. Una fuente de infrarrojoc 36 estd situada por de-

~ bajo de la abertura 9 en le realizacibén de la figura 4 y'

un sistema de lentes 37 y un detcctor de infrarrojos 38

" estén situados por encima de la abertursa 9 y por encima

; de la oblea semiconductora 2. La fuente de infrarrojos

. envia luz infrarroja a través de la abertura 9 y a través

" de la oblea seniconductora 2 y la pelicula de bxido que

. son transparentes a la luz infrarr.ja, siendo el marcador

578868
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22 y el marcador correspondiente de l= fotoméscara opa-
cos para la luz infrarroja. El sistema de lentes 37 en-
foca el disefio de luz infrarroja resultante sobre el de-
tector de infrarrojos 38 que convierte el disefio resul- -
tante de luz infrarroja en luz visible que puede enton-
ces ser examinada por el ojo humano. Al examinar el di-
sefio de luz visible correspondiente a la alineacibn entre
¢l marcador 22 y ¢l marcador correspondiente de lz foto-
méscara, se sitfia la fotomdscara para efectuar la alinea-
cidn deseada entre el marcador 22 y el marcador corres-
pondiente de la foboméscara, asegurando asi que se sitha
exactamonte la fotoméscara para obtener y definir el di- -
sefio de exposicidn deseado sobre la capa de foto-resorva;
¥y, a 12 vez, efectuar la retirada exacta de materizl se-
miconductor solamente en las zonas comprendidas entre los
pares de diodo-resistencia. Se expone entonces la capa
de foto-reserve a través de la fotoméscara, reveldndola
¥y retirédndola selectivamente para dejar expuestas las
zonas de la superiicie semiconductora que han de retirar-
se. Con la capa de foto-reserva definiendo el disefio de-
seado, se ataca quimicamente el material semiconductor
hasta llegar a la pelicula de 6xido de silicio para dejaf
las formas de mesas aisladas por aire ilustradas en la ;
figura 5.

La figura 1 ilustra la forma resultante de la

oblea semiconductora, en la que la oblea semiconductora

2 es enteriza, excepto en las ventanillas designadas con
3y 4 en las que estén situados los grupos de mesas aig- '

ladas por aire.

Haciendo referencia a la figura 5, una vesz

378868
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| atacadas quimicamente las mesas 5,6,30, se ﬁne por coi- g
presibn térmica un extremo del alembre 31 & la placa de °
unibn 17 y se une por compresibn térmica el otro extremoz
a una tira metalizada 33 sobre la cara inferior del so-
porte de meterial cerdmico 1 y después se llena la aber-‘
tura 9 del soporte 1 con material epoxfdico pura dor por:
resultado una estructura rigida sblida sin =lambres col-
gando,

Los elementos calentaddres estdn asi situados
dentro de las mesas mirando hacia abajo y estén interco-'
nectados selectivamente por un diseilio de conexidn metdli-
co soportado en el adhesivo epoxfdico 28 para formar un
disefio de interconexiones de primer nivel que tormina en
las placas de unibn 17, ete. situadas por encima de las
aberturas del soporte 1, mientras que se logra un diseilo
de interconexién de secgundo nivel por un disefio metaliza-
do 33, 34 sobre la cara inferior del soporte 1, permitien-
do asi un grupo grande y complejo de elementos de circui;

to interconectados a diferentes niveles. El grupo tiene

~un alto grado de aislamiento eléctrico y térmico entre
; los elementos de circulto y comprende una estructura

. rigida.

El material térmicamente sensible 35, como se

i ilustra en la figura 5, esté puesto en contacto directo

con las mesas de silicio monoeristalino que son muy del-

. gadas, permitiendo asi{ un alto grado de comunicacibn tér-

' mica entre las mesas y el material térmicamente sensible.

El grupo de mesas de 4 por 3 se d4 en esta me-

moria a titulo de ejemplo, ya que pueden elegirse cual-
} quier nimero y forma del grupo devendiendo del cardcter

“de la informacibn que se desee exhibir sobre el material

578868
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térmicanente sensible.

El nGmero y clase de los elementos de cireuitor
situadoc en cade mesa y sus gonas de tipo de conductivi-
dad, asi como los de la oblea semiconductora se dén a
t{tulo de ejemplo solamente, ya que pueden disponerse
en las mesas para dar elementos de caldeo diversos ti-
pos de elementos de circuito, tales como transistores,
que pueden formarse por técnicas epitaxisles, por ejemplo
en lugar de las técnicas de difusibn descritas, mientras
que el material semiconductor puede ser distinto del si-
licio, por ejemplo germanio.

Ademés, los métodos descritos en esta memoris |
son Utiles para fabricar circuitos semiconductores inte-
grados con un alto grado de aislamiento térmico y elée- .
trico entre los elementos del circuito.

Adem#s, el soporte 1 puede ser conductor y
puede disponerse una capa aislante entre el diseiio me-
talizado 33, 34 y el soporte 1, estando el disefio de co-;
nexidén metdlico aislado del soporte por el adhesivo 28.

Ha de entenderse que las realigaciones anterior-
mente descritas son meramente ilustrativas de la inven—
cibn. Los expertos en la materia pueden idear numerosas
disposiciones mis sin apartarse del espiritu y alcance _
del invento definidos por las reivindicaciones adjuntaso;

L]

REIVINDICACIONES
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-Los puntos de invencibn propia y nueva que se

presentan para que sean objeto de esta solicitud de Pa-

tente de Invencidn en Espatia por VEINTE afios son los si-

guientes:

5 | l.~Un método de fabricar un circuito semiconduc-

‘tor integrado, que comprende las operaciones de: formar
une pluralidad de elementos de circuito adyacentes a una
Eprimera superficie de una oblea semiconductora, con una

~capa de aislamiento sobre dicha primera superficie, que

.

10 gtiene aberturas en ella que exponen dreas de contacto 50—

‘bre dichos elzmentos de circuito, formar un disefio conduc-.
; f
‘tor sobre dicha capa de aislamiento, que se exticnde den-~

i

'tro de dichas aberturas e interconecta unos elementos

' seleccionados de los citados elementos de circuito y que

15 !tiene una porcibén del mismo situada sobre dicha capa de

talslamiento, apartada de dichos elementos de circuito,
iaplicar un agente de separacidn sobre dicha porcibn, colo-;
}car dicha oblea semiconductora sobre un soporte que tiene '
:

(una abertura en él, con un adhesivo aislante, de manera
20 ‘que dicha primera superficie de la oblea semiconductora
I

%mencionada sea adyacente al mencionado soporte y dicho

! '
‘lagente de separacién esté alineado con dicha abertura, re-

o . }
tirar dicho agente de'separacién para dejar la porcibn
mencionada de dicho desefio conductor expuesta y unir una

25 conexibn eléctrica a dicha porecidn expuesta de dicho di-

géﬁ% conductor, a través de la abertura :.encionada. ?

% 2.~Un método segin la reivindicacibn 1, en el
C g l .
icual dicho soporte es aislante y comprende un conductor

'

y ;
y unido a su superficie opuesta, cerca de la abertura mencio-
i
i/ 1l
C;{ nada, que incluye la operacién de unir dicha conexibn eléc-

13.4.70 i ~15- 3 ] 8 8 6 8
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trica a dicho conductor.

3.- Un método segin la reivindicacibn 1, que

ineluye la operacidn de retirar material semiconductor
~de dicha oblea semiconductora desde una superficie de
: dicha oblea semiconductora, opuesta'a la mencionads pri-rr
| mera superficie, para separar fisicamente dichos elemen-
. tos de circuito. ‘
4.- Un método segin la reivindicacibn 3, gque in-
cluye las operaciones de: formar un primer marcador opa-
co sobre dicha capa de aislamiento, cerca de dicha por-
cibn del mencionado disefio conductor, alinear dicho mar-
" cador con la cilda abertura de dicho soporte, durante la
colocacifn de dicha oblea semiconductora sobre dicho sopor-
te, y en el cnal la mencionada operacibén de retirar mate-
- rial semiconductor o dicha oblea semiconductora compren-%
E de aplicar una capa de foto-reserva sobre dicha superfi- :
' ole opuesta de la oblea semiconductora mencionada, apli- -
éar una fotomdscara encima de dicha capa de foto-reserva i
para definir el disefio de exposicibn deseado sobre dicha
capa de foto-reserva, teniendo dicha fotomdscara un segun-
do marcador opaco en ella, que corresponde a dicho pri- :
mer marcador opaco, dirigir luz infrarroja a través de di;

cha abertura de dicho soporte, detectar el diselfio de luz é

i infrarroja que pasa a través de la oblea semiconductora

ipara determinar la alineacidn entre dichos marcadores

5

‘primero y. segundo, ajustar la posicidn de dicha fotomis—

H
3

%ara hasta que dichos primero y segundo marcadores estén
“ en 1linea uno con otro, exponer dicha capa de foto-reserva

V;a través de la mencionada fotomdscara para definir el di- .

sefio deseado sobre dicha capa de foto-reserva, y retirar

578868
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[i
H
!

partes seleccionadas de dicha capa de foto-reserva para |

exponer porciones de dicho material semiconductor que sé
desea retirar, %
5.~ Un método de fabricar un circuito semicon~
ductor integrado, que comprende las operaciones de: for-
mar una pluralidad de elementos de circuito junto a una
primera superficie de una oblea semiconductora, con una
capa de ailslamiento sobre dicha primera superficie, que
tiehe: aberturas en ella que exponen 4reas de contacto
en dichos elementos de cirecuito, formar un disefio conduc=-
tor sobre dicha capa de aislaniento, gue se extiende
dentro de dichas aberturas, interconectando unos elemen-
tos seleccionados de dichos elementos de circuito y que
tiene, al menos, una porcidn de dicha capa de aislamiento
separada de los mencionados elementos de circuito, for-
mar un primer marcador opaco sobre dicha capa de aisla-
miento, cerca de dicha, al menos una, porcidn, colocar
dicha oblea semiconductora sobre un soporte opaco que :
tiene una primera abertura en él, con un adhesivo de ais~-
lante que une dicha primera superficie al soporte mencio-
nado con dicho primer marcador y dicha, al menos, una,
porecibn alineada con la mencionada primera abertura,
aplicar una capa de foto-reserva, vue tiene un segundo
rafcador opaco en ella, sobre dicha capa de foto-ruserva,
dirigir luz infrarroja a través de dicha primera abertura
que pasa a través de dicha oblea semiconductora para de- :
terminar la alineacifn de los mencionados primero y se-
gundo marcadores, ajustar la posicibn de dicha fotomésca-?
ra hasta que los mencionados primero y segundo marcadores:

estén en alineacibn, exponer dicha capa de foto~reserva

376868
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| a través de dicha fotomdscara para definir el disefio

i
i
;

;

deseado sobre dicha capa de foto-reserva, retirar selec:-lE
tivamente porciones de dicha capa de foto-reserva pare
dejar expuesto material semiconductor entre los citados
elementos de circuito y retirar el materigl semiconduc-
tor expuesto para separar dichos elementos de circuito.

6.-Un método de fabricar wn circuito semicon-
ductor integrado.

Tal y como se ha descrito en la lemoria que asm--E
tecede, representado en los dibujos que se acompafian y |
con los fines gue se han especificado.

Esta Memoria consta de diez y ocho hojas escri-
tas a méquina por una sola cara.

TeriS 21 Ak 1970
P.Al
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